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Resumo

Na area de dispositivos de comunicagdo, a tecnologia wireless é critica.
Estimou-se em 2015 que havia 15,4 bilhdes de dispositivos conectados em rede no
mundo. E esperado que este nimero dobre até 2021, chegando a 30,8 bilhdes de
conexdes a Internet, a maioria delas maquina-maquina. Para atender essas
expectativas, novas solugdes no desenvolvimento de circuitos integrados (Cls) de
radiofrequéncia (RF) CMOS de baixo custo s&o necessarias. O objetivo deste
trabalho de pesquisa de design de amplificadores de baixo ruido (LNA) busca
aprimorar a eficiéncia de receptores de RF CMOS integrados, utilizados em bandas
sub-GHz para loT. Esta eficiéncia oferece um consumo ultra baixo de poténcia
(ULP), com baixa tensao de alimentacao (ULV) atendendo especificagdes gerais de
alto ganho de tensao, baixa figura de ruido (NF), baixa distorgdo harmdnica e alta
linearidade, em banda-estreita. Este "design" é para fabricagdo em tecnologia
CMOS de 28 nm. A metodologia deste trabalho se baseia em fluxo de design de
amplificadores analégicos CMOS e fluxo de leiaute analégico para Cls. O
desenvolvimento desses amplificadores sao realizados no nivel de circuito
esquematico, entdo aprimorados, seguidos das etapas de projeto do leiaute, rotina
de verificagbes e simulagdes com extracao de elementos passivos parasitas do Cl. A
pesquisa € guiada pelas contribuicées cientificas do estado-da-arte em LNA. Os
resultados parciais dos amplificadores projetados na pesquisa atingem o consumo
de poténcia abaixo de 100 pW com tensdo de alimentacdo de 500mV. Valores
menores de alimentagdo obtiveram éxito com uso de topologias avangadas com
estagios de transcondutancia e no uso de transformadores integrados sobre o
mesmo chip. Os resultados finais, apds verificagdo do layout, serdo submetidos a
publicacao pela sociedade IEEE. A fabricacdo do LNA dependera de verba adicional
para este projeto.



